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WPŁYW GRUBOŚCI EKRANU NA CAŁKOWITE POLE 
MAGNETYCZNE DWUPRZEWODOWEGO BIFILARNEGO 

TORU WIELKOPRĄDOWEGO. 
CZĘŚĆ II – EKRAN I OBSZAR WEWNĘTRZNY EKRANU 

 

 

Niniejszy artykuł jest kontynuacją pracy pod tym samym tytułem głównym. Zjawiska 

naskórkowości i zbliżenia silnie wpływają na pole magnetyczne w otoczeniu 

dwuprzewodowych osłoniętych torów wielkoprądowych i powinny być one uwzględniane 

także dla częstotliwości przemysłowej prądów fazowych. Część II opisuje pole 

magnetyczne w ekranie i w obszarze wewnętrznym ekranu. 

 

1. WPŁYW ZMIANY GRUBOŚCI  EKRANU 
NA POLE MAGNETYCZNE W EKRANIE 

 

Pole magnetyczne w ekranie linii bifilarnej określone jest wzorem [1-3] 

 ),(),(),( 21 ΘrΘrΘr eee HHH +=  (1) 

Rozkład składowych względnych tego pola dla różnych wartości parametru β 
przedstawiono na rysunkach 1, 2, 3 i 4. 

 
Rys. 1. Rozkład względnych wartości modułu składowej promieniowej całkowitego pola 

magnetycznego w ekranie linii bifilarnej (I2 = −I1 = −I) dla zmiennego parametru β 
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Rys. 2. Rozkład względnych wartości argumentu składowej promieniowej całkowitego pola 

magnetycznego w ekranie linii bifilarnej (I2 = −I1 = −I) dla zmiennego parametru β 

 

 
 

Rys. 3. Rozkład względnych wartości modułu składowej stycznej całkowitego pola magnetycznego 

w ekranie linii bifilarnej (I2 = −I1 = −I) dla zmiennego parametru β 

 

 
 

Rys.4. Rozkład względnych wartości argumentu składowej stycznej całkowitego pola magnetycznego 

w ekranie linii bifilarnej (I2 = −I1 = −I) dla zmiennego parametru β 
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Rozkład modułu całkowitego pola magnetycznego w ekranie dla różnych 

wartości parametru β  w funkcji kąta Θ przedstawiamy na rysunku 5. 

 

 
 

Rys. 5. Rozkład względnej wielkości modułu całkowitego pola magnetycznego w ekranie dla różnych 

wartości parametru β 

 

2. WPŁYW ZMIANY GRUBOŚCI  EKRANU NA POLE 

MAGNETYCZNE W OBSZARZE WEWNĘTRZNYM EKRANU 
 

 W przypadku ekranowanej bifilarnej linii (I2 = −I1 = −I) z izolowaną osłoną 

całkowite pole magnetyczne w obszarze wewnętrznym ekranu określone jest 
wzorem [4-6] 

 ),(),(),( 21 ΘrΘrΘr
wewwewwew

HHH +=   (2) 

Rozkład składowych względnych tego pola dla różnych wartości parametru β 
przedstawiono na rysunkach 6, 7, 8 i 9. 
 

 
 

Rys. 6. Rozkład względnych wartości modułu składowej promieniowej całkowitego pola 
magnetycznego w obszarze wewnętrznym ekranu linii bifilarnej (I2 = −I1 = −I) dla zmiennego 

parametru β 
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Rys. 7. Rozkład względnych wartości argumentu składowej promieniowej całkowitego pola 
magnetycznego w obszarze wewnętrznym ekranu  linii bifilarnej (I2 = −I1 = −I) dla zmiennego 

parametru β 

 

 
 

Rys. 8. Rozkład względnych wartości modułu składowej stycznej całkowitego pola magnetycznego 

w obszarze wewnętrznym ekranu  linii bifilarnej (I2 = −I1 = −I) dla zmiennego parametru β 

 

 
 

Rys. 9. Rozkład względnych wartości argumentu składowej stycznej całkowitego pola 
magnetycznego w obszarze wewnętrznym ekranu linii bifilarnej (I2 = −I1 = −I) dla zmiennego 

parametru β 
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Rozkład modułu całkowitego pola magnetycznego w obszarze wewnętrznym 

ekranu dla różnych wartości parametru β  w funkcji kąta Θ przedstawiono na 

rysunku 10. 

 
 

Rys. 10. Rozkład względnej wielkości modułu całkowitego pola magnetycznego w obszarze 

wewnętrznym ekranu dla różnych wartości parametru β 

 

3. WNIOSKI 
 

W przypadku linii dwuprzewodowej rozkład pola magnetycznego w ekranie 

oraz w obszarze wewnętrznym ekranu jest nierównomierny, spowodowany 
zjawiskiem naskórkowości, a przede wszystkim zjawiskiem zbliżenia. Zależy on 

także od zwrotu prądów w przewodach. 

Z przedstawionych rozkładów całkowitego pola magnetycznego 

w dwuprzewodowym osłoniętym torze wielkoprądowym oraz analizy otrzymanych 
wzorów i obliczeń numerycznych  wynika, że w miarę wzrostu grubości ścianki 

ekranu (mniejsza wartość parametru β) pole magnetyczne staje się coraz bardziej 
nierównomierne (rys. 5 i 10). Wzajemna konfiguracja geometryczna między 

promieniem wewnętrznym 3R  i zewnętrznym 4R ekranu silnie więc wpływa na 

całkowite pole magnetyczne w tego typu torach wielkoprądowych. 
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THE IMPACT OF THE SCREEN THICKNESS ON THE TOTAL MAGNETIC 
FIELD OF A TWO-CONDUCTOR BIFILAR HIGH-CURRENT BUSDUCT. 
PART II – THE SCREEN AND THE INTERNAL AREA OF THE SCREEN 

 
This paper is the continuation of the study of the same main title. The skin and 

proximity effects affect strongly the magnetic field in the immediate vicinity of two-

conductor shielded high-current busducts and should be taken into account also for the 

industrial frequencies of phase currents. Part II describes of magnetic field in the screen and 

internal area of the screen. 

 

 


